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(57). Abstract 

. The invention concerns a method for connecting a semiconductor component (1) provided with contacts (4) on a substrate (3) equipped 
with conductors (2). The contacts (4) of the semiconductor component (1) are electiically contacted with the conductors (2) and the electric 
contact is maintained by means of a binder (5) which is supported on one side by the substrate (3) and by the other on the component TTie 
invention is useful in particular for connecting an integrated circuit on the flat glass a television tube. 

(57) Abf^g^. 

La pr6sente invention est relative a un proc6d6 de connexion d'un composant semiconducteur (1) muni de contacts (4) sur un substrat 
(3) 6quip6 de conducteurs (2). Les contacts (4) .du composant semiconducteur (1) sont mis en contact dlectrique avec les conducteurs (2) 
et le contact 61ectrique est maintenu & Taide d'une pince (5) qui prend appui d'iin c6t6 sur le substrat (3) et de I'autre sur le composant. 
Applications: riotamment connexion de circuit int6gr6 sur dalle d'6cran plat. 
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1 

PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONNEXION D'UN COMPOSANT 
SEMICQNDUCTEUR SUR UN SUBSTRAT EQUIPE DE CONDUCTEURS 

La presente invention se rapporte au domaine jde la connectique. 
Plus, particulierement elle se rapporte a un procede et un disposltif de 
connexion d'un compbsant semiconducteur sur un substrat equipe de 
cbnducteurs. Par substrat on entend support rigide. 
5 Ce procede s'applique plus particulierement a la Connexion d'un 

circuit integre sur une dalle d'ecran plat de toute nature. Ces ecrans plats 
peuvent etre par exemplis des ecrans de type panneaux a plasma ou panneaux 
a cristaux liquides, des ecrans a emission de champ, des ecrans de detection 
pour detecteurs de rayons X, des ecrans electroluminescents. ; 
10 Les §crans plats qu'ils soient a plasma ou a cristaux liquides sont 

fomies de deux dalles de verre face S face comportant sur leurs faces en 
regard un reseau d'6lectrodes bu de conducteurs. Ces conductetirs sont 
g6neralement realises en oxyde d'indium et d'etain (ITO). Ces conducteurs 
disposes en lignes et colonnes doivent i§tre connect6s a des circuits integres 
15 de commande 6iectrlque dits "drivers". L'augmentation de la resolution de ces 
ecrans pl^ts de visualisation entraine une augmentation du nombre de pixels et 
done une augmentation du nombre d'electrodes et une diminution de leur pas. 

Un circuit integre- de type "driver" comporte plus de ; contacts de 
sortie (n) que <ie contacts d'entree (e). Les contacts d'entree sen/ent entre 
20 .^utre a son alimentation electrlque. Le nombre e de contacts d'entree est 
generalement l6 quart du nombre n de contacts de sortie. 

Le circuit intisgre avec n+e contacts est generalement encapsuje 
dans un bbltler et ses n+e contacts sont relies aux n+e contacts du boTtier par 
soudage de n+e conducteurs filaires a leurs deux extremites. Cette technique 
25 est connue sous la denorhination anglaise de "wire bonding". Le nombre de 
points de soudure est done de 2(n+e), 

Le circuit integre encapsule est generalement soude sur une carte 
electronique et pour cette etape n+e points de soudure sont requis. La carte 
4lectrohique est bonnectee au substrat muni de conducteurs a I'aide d'un 
30 circuit souple qui est generalement presse d'un cote sur le substrat. et de I'autre 
sur la carte electronique. Ces deux liaisons necessiterit 2n points de 
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connexion. Dans ce cas 5n+3e points de connexion sont requis pour realiser la 
connexion totale entre la carte elecstronique et le substrat. 

Pour anieliorer la fiabilite et diminuer rencdmbrement en reduisant la 
surface de la carte electronique, il a ete propose de connecter le circuit integre 
5 non encapsule directement sur le circuit souple par cSblage filaire, cette 
technique est connue sous la denomination de COF pour "Chip on Flex", 

Dans ce cas le nombre de points de connexion n'est plus que de 
3n+3e se decomposant de la maniere suivante : 

- n contacts sont realises en pressant le circuit souple sur le 

10 substrat. 

- e contacts sont realises en pressiant le circuit souple sur la carte 
electronique, 

- 2n+2e points de soudure spnt requis pour le montage du circuit 
integre nu sur le circuit souple d I'aide d*un cdblage ftlaire. Le circuit integre est 

15 fixe au circuit souple et.ses plots de connexion places sur sa face superieure 
sont relies au circuit souple. 

La technique de . connexion connue sous la denomination TAB pour 
•Tape Auomated Bonding" diminue encore le nombre de points de connexion. 
Cette technique consiste a souder par ultra-sons les contacts de circuit integre 
20 sur le circuit souple. Le nombre de points de connexion n'est plus que de 2n + 
2e se decomposant de la matiere suivante : 

- n contacts sont realises en pressant le circuit souple sur le 

^5ubstrat. 

- e contacts sont realises en pressant le circuit souple sur la carte 
25 electronique, 

. - n+ e points de soudure sont requis pour fixer directement les 
contacts du circuit integre sur le cirquit souple. 

Dans le but d'une diminution de la surface du circuit souple, le circuit 
integre nu peut etre raccorde directement sur le substrat muni de conducteurs 
30 a Taide d*un cablage filaire. Danis ce cas le nombre de points de connexion est 
de 2n+4e se decomposant de maniere suivante : 

2n+2e points de soudure sont requis pour le montage du circuit 
integre nu sur le substrat a Taide d'un. cablage filaire. 



wo 98/28791 




PCT/KR97/02317 



- e contacts sent realises en pressant le circuit souple sur le 

substrat, 

- e contacts sent realises en pressant.le circuit souple sur la carte 
electronique. Le circuit souple ne possede plus que e conducteuris et sa 
5 : surface et sa complexite sont notablement diminuees. 

Encore une autre solution proche de celle qui vient tfetre decrite, 
dite 'flip chip" consiste a fixer directement les plots du circuit integre nu aux 
conducteurs du substrat. Les plots du circuit integre sont alors. en . regard des 
conducteurs du substrat. La liaison peut se faire par une technique de collage 
10 avec un adhesif cohtenant des. microbilles qui etablissent un contact dans une 
seule direction entre le circuit integre et le conducteur. 

Plusieurs types d'adhesifs peuvent etre utilises tels qu^une resine 
reticulable aux ultra-violets, une colle sechant sous pression et a chaud ou un 
film adhesif ariisotrbpique pose a chaud et sous pressio^ 
15 Les microbilles spnt soit simplement metalliques, soit. en carbone 

enrobe d*une couche metaHique. 

La liaison peut aussi se faire par une technique de rsoudage. Les 
plots du- circuit Integre spnt alors traites de maniere a cbmporter une 
excroissance de I'ordre de la dizaine de micrometres. Ces excroissances 
20 peuvent etre realisees, par exemple, par une goutte de soudure en SnRb, par 
, une metallisation, par ultrasons, par crpissance electrolytique etc. . 
Un melange des deux techniques peut etre utilise. 
Ces techniques reduisent encore le nombre de points de connexion 
a n+3e se decomposant en : 
25 - n+e pour la fixation du circuit integre sur le substrat. 

* - e contacts pour le pressage du circuit souple sur le substrat, 

^ e . contacts pour le pressage du circuit souple sur la carte 
electronique. 

Cette variante presente un nombre reduit de points de connexion et 
30 done un cout reduit, Mais une fols que le circuit integre est fixe, il n'est plus 
possible de le demontef sans endommager jgeneralement les conducteurs du 
substrat. Le circuit integre ne peut etre change en cas de defaillancei car une 
reparjation ne peut etre entreprise qu'avec beaucoup de difficultes. 
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De plus, la liaison entre les plots du circuit integre et les conducteufs 
du substrat est rigide, la fiabilite n'est pas tres bonne car des differences de 
dilatation peuvent apparaTtre entre les plots et les connexions. Les risques de 
cassure ne sont pas hegligeables, 
5 Le procede selon Tinvention vise a ameliorer la fiabilite de la 

connexion et a permettre les reparations tout en restant simple et bon marche! 
Au point de vue nombre de points de connexion tl est equivalent ^ celui de. la 
technique dite flip-chip. 

Le composant semiconducteur et le substrat equipe des conducteurs 
1 0 peuvent dtre utilises sans preparation particuliere. 

Pour atteindre ces buts le procede selon Tinvention consiste a 
mettre en contact 6lectrique les contacts du composant semiconducteur et les 
conducteurs du sut^strat et a maintenir ce contact electrique a Taide d'une . 
pince qui prend appui d'un cote sur le substrat et de Tautre sur le composant 
15 semiconducteur, . 

II est possible de coller le composant semiconducteur a sa place au 
substrat en evitant les contacts et les conducteurs puis de mettre la pince. 

- Une variante consiste ^ solidariser le composant semiconducteur et 
la pince et a les mettre en place ensemble. Cette variante est preferee si le 
20 substrat est transparent. 

En vue de proteger les contacts du composant semiconducteur 11 est 
preferable d'appliquer une resine de protection sur le substrat, cette resine 
etant chassee autour des contacts apres la mise en place de la pince. 

Pour ameliorer la fiabilite du contact electrique. il est recommande 
25 d'utiHser des conducteurs et/ou des contacts ductiles. Les conducteurs peuyent 
en outre comporter des asperites calibrees. 

La pince peut avoir une fonction de dissipation thermique et 
comporter une partie assurant un contact thermique surfacique avec le 
composant semiconducteur. Pour ameliorer entore la dissipation, un ou 
30 'plusieurs elements de type radiateur peuvent etre solidaires de la partie 
assurgrit le contact thermique surfacique. 

Le composant semiconducteur peut etre soit utilise nu soit utilise 
encapsule. 
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Dans la premiere possibilite. en vue de le piroteger tl est possible de 
I'enrober de resine ou de lui apposer un capot. 

Dans la seconde possibilite, 11 est preferable que les contacts du 
composant semiconducteur soient rentrants sous le boTtier. Un conducteur de 
5 type Zebra insere entre les contacts et les conducteurs du substrat peut 
contrlbuer a realiser le contact electrique. Un element elastique peut etre 
insere entre les contacts du composant semiconducteur et le_boTtier. 

, L'invention conceme aussi un dispositif de connexion d*un 
composant semiconducteur muni de contacts sur un substrat equipe de 
^1 o conducteurs comportant une pince qui prend appui d'un cote sur le substrat et 
de I'autre sur le composant semiconducteur pour maintenir en contact 
electrique les contacts et les conducteurs. 

D'autreis caracterlstiques et avaritages de rinv^-ention apparaTtront a 
la lecture de la description tfexemples de realisation lllustree par les figures 
15 annex6es qui repr^sentent : 

- les figures 1a, 1b plusieurs exemples d'un dispositif de connexion 
d'un composant semiconducteur riu, conforme ^ llinyentlon ; 

• - les figures 2a, 2b encore deux exemples d'un dispositif de 
connexion d'un composant semiconducteur encapsule. conforme a I'invention ; 
20 - la figure 3 un conducteur de type Zebra utilise pour la connexion; 

- la figur:e 4 un dispositif de. connexion, selon I'invention dans lequel 
Telement de pressage a une fonction de dissipation thermique. 

Les figures la, 1b mbntrent des exemples de composant 

semiconducteur 1 connects a des conducteurs 2 places sur un substrat 

25 dielectrique 3 selon le precede conforme a I'invention. Le substrat dielectrique 
3 peut etre par exemple une des . dalles de verre d'un ecran plat. L'autre dalle 
fef6reric6e 3' sur la figure la vient en vis-a-vis mais est plus petite. Dans les 
exemples decrits, le composant semiconducteiJr 1 est nu c'est-^^jire non 
encapsule et c'est un circuit ihtegre. II possede des plots 4 legeremeht 

30 protuberants quj servent de contact. Les contacts 4 au lieu d'etre des plots 
protuberants jaourraient. affieurer le composant. semiconducteur. Le terme 
circuit integre est employe dans la suite de la description. 



• 

wo 98/28791 



PCT/FR97/02317 



Les plots 4 dMnterconnexion du circuit integre 1 viennent en contact 
electrique avec les conducteurs 2 du substrat dielectrique 3. lis sont aussi en 
contact mecanique avec les conducteurs. Le maintien du contact electrique est 
assure par un element de pressage 5 qui appuie d'un c6te sur le substrat 3 et 
5 de Tautre sur le circuit integre 1 . 

Le circuit integre 1 peut etre appose directement en position sur le 
substrat 3 dielectrique et retenu a Taide d*adh§sif 7 insere entre le substrat 3 
et le circuit integre 1 hors plots A, Le contact electrique est maintenu par la 
mise en place de Telement de pressage 5, Uadhesif utilise est de preference 
10 une colle non rigide, par exemple thixotropique, c*est-a-dire qui ne coule pas, a 
prise rapide. Seule une micro goutte est necessaire. Cet exerhpie est illustre 
par la figure 1b. 

Uelement de pressage 5 est de preference une pince metallique 

adaptee a la g^ometrie du substrat, du circuit integre et de la force a appliquer: 
1 5 L'element de pressage prend appiji d'un cote sur le substrat 3 et de Tautre sur 

le circuit integre i. Sur la figure 1a on voit que la pince 5 a une de ses 

extremites sur le circuit integre 1 et Tautre sur le substrat 3 sur une face 

opposeea celle recevant le circuit integre 1. 

La planeite tfun composant semiconducteur nu est de Tordre de 3 i 
20 4 micrometres par centimetre pour une epaisseur de 500 micrometres qui est . 

Tepaisseur la plus courante pour les composants semiconducteurs en silicium; 

De tels composants sont relativement flexibles et une flexion superieure a 10 

qriicrometres par centimetre peut etre dbtenue, sans les endommager. avec une 

force ihferieure a la centaine de grammes. 
25 Un substrat de verte pour ecrans plats a une planeite de Tordre du 

micrometre par centimetre, Un composant semiconducteur nu peut supporter 

des pressions de plusieurs qentaines de kHogrammes par centimetre carre, 

Un composant semiconducteur de 1cm^ possedant 100 plots de 150 

micrometres carres, sort 1,5 mm* de plots, qui refoit une force de 300 
30 grammes, supporte 20 kg/cm* sur ses plots. Une force jusqu'^ dix fois plus 

grande pourrait lui etre appliquee sans dommage. 

Pour ameliorer le contact electrique entre les plots 4 et. les 

conducteurs 2, il est preferable que les plots 4 soient legerement ductiles. 

Quant aux conducteurs 2. ils pourront etre soit aussi legerement ductiles par 
35 • exemple etre en oxyde dindium et d'etain (ITO) soit posseder un etat de 

surface avec un grand nombre tf asperites 1 1 calibrees quj viennent 
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s'imprimer dans les plots 4. Ces conducteurs a asperites 11 peuvent.etre 
obtenus par placage de materiaux tels que I'or, le palladium. Ces asperites 11 
sorit visibles sur la figure 1a, elles ne sont pas a I'echelle dans un souci de 
clarte. 

II est preferable en vue d'ameliorer la fiabilite de la connexion que 
..les:plots 4 du circuit integpe aient sensiblement la meme hauteur. Les plots de 
certains circuits integres du commerce bnt une tolerance de I'ordre du 
micrometre. Si necessaire, uhe operation d'arasement mecanique des plots 
peut ietre entreprise: Les meilleures quaihSs de connexion sont obtenues en 
comblriant plusieurs de ces techniques. 

Au lieu d'^pposer le circuit integre 1 seul a sa place sur le substrat 
3 puis de placer. I'6i6ment de pressage 5, II est possible de le rendre solldaire 
de r6l§ment de pressage 5 et de mettre en place ensemble ie circuit Integra 1 
et I'elSment de pressage 5 sur le substrat 3! 

La figure 1a lllustre cette possibility: 

La solidarisation. 8 peut se faire par collage. Cette vairlante s'utllise 
de preference ayec un substrat 3 transparent car le posltlonnement de 
I'ensemble circuit Integre 1-element de pressage 5 sur les conducteurs 2 est 
aise et se fait visuellement au travers du substrat. 

En vue de proteger les zones de contact electrique entre le circuit 
integre 1 ^ plots 4 protuberants et les conducteurs 2 du substrat 3, vis-^-vis de 
Tenvironnement ambiant, 11 est possible d'appliquer sur le substrat 3 une resine 
6 liqulde qui sera chassee lodalement des plots 4 lors de la mise en pression 
du circuit Integre 1 sur le substrat 3. Cette r6sine reste presente autour des 
plots 4 et en se solldiflant constitue une protection. 

Dans tous les cas, meme lorsque de la resine de protection est 
appliquee le circuit integre 1 peut etre demonte et un nouveau remonte sans 
endommager le substrat 3 nl ses conducteurs 2. La resine peut etre ellmihee 
chimiquement et la colje 7 aussi. II ne faut pas oubller que la colle 7 est 
appliquee hors. plots 4 et done egalement hors conducteurs 2. 

Le precede de connexion, seloh I'lnvention est aussi' utillsable si le 
composant semiconducteur 1 comporte un bottler 20. 

Les figures 2a, 2b, 2c 11 lustrent divers exemples de cbmposants 
semiconducteurs en boitier 20 connectes par le precede selbn I'lnvention sur 
un substrat 3 equipe de conducteurs 2. . Le boTtier 20 utilise est de 
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preference du type a patt^s 21 ou contacts rentrants sous le boitier pour mieux 
supporter la pression appliquee par Telement de pressage 5. 

On pourrait toutefois imaginer que les pattes 21 ne soient pas 
rentrantes mais s'etendent au-dela du boitier 20, si Tensemble pattes/boitier 
5 est suffisamment rigide et supporte la pression. 

Sur la figure 2a, un conducteur 22, par exemple de type Zebra, 
contribue a realiser ie contact electrique entre les pattes 21 du boTtier 20 et les 
conducteurs 2 du substrat 3. II est insere entre les pattes 21 et les conducteurs 
' 2 du substrat 3. II est insere entre les pattes 21 et les conducteurs 2 du 
1 0 substrat 3. Les pattes 21 sont rabattues contre le boTtier 20. Un conducteur 22 
de type Zebra comporte sur un support 30- en forme de boudin en mousse 
isolante, une succession de conducteurs 31 isoles electriquement les uns des 
autres qui ceinturent partiellement le support 30. Un tel conducteur est 
represente sur la figure 3. 
15 Au lieu d'utiliser un conducteur 22 de type Zebra entre les pattes 21 : 

du boTtier 20 et les conducteurs 2 du substrat 3, il est possible de realiser un 
contact direct entre fes pattes 25 du boitier 20 et les conducteurs 2 du substrat 
3 et d'inserer un element compressible 26 par exemple en caoutchouc entre les 
pattes 25 et le boTtier 20. 
20 Dans cette variante, representee a la figure 2b, les pattes 25 du 

boTtier sont rabattues sous le boTtier 20 et delimttent un espace dans lequel 
est place Telement compressible 26. 

11 e^t preferable egaiement dans ces deux variantes d'appliquer de 
la resine de protection sur les conducteurs 2 du siubstrat 3 avant d'apposer ie 
25 composant semiconducteur encapsule, cette rSsine etant chassee hors des 
. zones de contact lors de1a mise en pression du boTtier 20. 

La mise en place du cornposant semiconducteur peut etre realisee 
cdmme ir a ete decrit aux figures 1. 

Un autre avantage apporte par ce precede par rapport a I'art 
30 anterieur est que la connexion se fait a temperature ambiante sans 
chauffage ni du composant semiconcjucteur lii du substrat. C'est tres 
appreciable dans le cas d'un substrat fragile en verre par exemple une dalle 
de panneau de visualisation. Les' procedes de connexion par soudage ou 
collage utilisent.la chaleur, au moins 180** G, et les substrats de verre risquent 
35 de se fragiliser par Tapport de tensions intemes pouvant creer des fissures au 
cours de la vie du produit 
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Un element de pressage approprie peut etre employe de rnaniere a 
ameliorer la dissipation thermique du composaht semiconducteur. 

^ La figure 4 illustre cette ednfiguration. L'element de pressage 40 
comporte une partie 4T aissurant uh contact thermique surfacique de 
preference aussi grand que possible avec le composant semiconducteur 20. 

Cette partie ^1 peut ^^verituiB^ plus grande 

dissipation thermique. etre sdlidaire d'un ou plusieurs elements 42 de type 
radiateur. Ces elements 42 Vsont representes sous forme d'ailettes 
transversales par rapport a ia partie 41 assurant le contact thermique 
surfacique. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de connexion rfun composant semrconducteur (1) 
muni de contacts (4) sur un substrat (3) equipe de conducteurs (2), 
caracterisi en ce qu'il consists a mettre en contact electrique les contacts 
(4) du composant semiconducteur (1) avec les conducteurs (2) et a 

5 maintenir ie contact diectrique ^ Taide d*une pince (5) qui prend appui d'un 
cdtd sur Ie substrat (3) et cle I'autre sur ie composant semiconducteur (i ). 

2. Procede seJon la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
consiste a coller a sa place Ie composant semiconducteur (1) au substrat (3) 

1 0 en evitant les contacts (4) et les conducteurs (2) puis a mettre la pince (5). 

3. Procede selon la revendication 1. caracterise en ce qu'il 
consiste a solidariser Ie composant semiconducteur (1) et la pince (5) et a 
les mettre en place ensemble. 

15 

4. Procede selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en 
ce qu'il consiste a appliquer une resine de protection sur Ie substrat (3). 
cette. resine etant ctiassee autour des contacts (4) apres ia mise en place de 
la pince (5). 

20 

5. Procede selon Tune des revendications 1 S 4, caracterise en 
ce que les contacts (4) et/ou les conducteurs (2) sont ductiles. 

6; Procede selon Tune des revendications 1 a 5, caracterise en 
25 ce que les conducteurs comportent des asperites (11 ) calibrees. 

7. Procede selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en 
ce que la pince (40) comporte une partie (41 ) assurant un contact thermique 
surfacique avec Ie . composant semiconducteur (20). 

30 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que un ou 
plusieurs elements (42) de type radiateur sont solidaires de la partie (41) 
assurant ie contact thermique surfacique. . • . 
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9. Procede selon rune des revendications 1 a 8, caracterise en 
ce que le composant .semiconducteur est nu., 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que les 
5 contacts (4) et les conducteurs (2) sont en contact mecanique direct 

11. Procede selon Tune des revendications 1 a 8, caracterise en 
ce que le qornposant semiconducteur est encapsule dans un boTtier (20). 

10 12, Procede selon la revendication 11, caracterise en ce que le 

composant semiconducteur comporte des contacts (21 ) rentranitS; 

13. Procede selon Tune des revendications 11 ou 12, caracterise 
: en ce qu'un conducteur (22) de type Ziebria est insere entre les contacts (21) 

15 et les conducteurs (2) du substrat (3). 

14. Procede selon Tune des revendications 11 ou 12, caracterise 
en ce qu'un element compressible (23) est insere entre les contacts (25) et 
le boTtier (20), les contacts (25) etant en contact direct avec les conducteurs 

20 (2) du substrat (3). 

15. Procede de connexion d*un composant semiconducteurs (1) 
muni de contacts (4) sur . un substrat (3) equipe de conducteurs (2), 
caractierise en ce qu'il comporte une pince (5) qui prend appui d'un cote sur 

25 le substrat (3) et de l' autre sur le corhposant semiconducteur (1) pour 
maintenir en contact electrique les contacts (4) et les conducteurs (2). 

16. Procede selon la revendication 15, caracterise en ce que le 
composant smeiconducteur (1 ) est colle au substrat (3) la colle etant hors 

30 des contacts. (4) et des conducteurs (2). 

17. Dispositif selon la revendication 15, caracterise en ce que la 
pince (5) est soiidaire du composant semiconducteur (1 ). 

35 • ■*•■■•. 
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18. Dispositif selon Tune des revendications 15 a 17, caracterise 
en ce que les contacts (4) sont proteges par de la resine. 

19. Dispositif selon Tune des revendications 15 a 18, caracterise 
5 en ce que les contacts (4) et/ou les conducteurs (2) sont ductiles. 

20. Dispositif selon Tune des revendications 15 a 19. caracterise 
en ce que les conducteurs (2) comportent des asperites (1 1 ) calibrees. 

10 21. Dispositif selon Tune des revendications 15 a 20, caracterise 

en ce que la pince (40) comporte une'partle (41) assurant un contact 
thermique surfacique avec le composant semlcohducteur (20). . 

22. Dispositif selon la revendicatlon 21, caracterise en ce qu'un 
1 5 ou plusieurs elements (42) de type radiateur sont solidaires de la partie (41 ) 

assurant le contact thermique surfacique, 

23. Dispositif selon Tune des revendications 15 d 22, caracterise 
en ce que le composant semiconducteur (1 ) est nu. 

20 

24. Dispositif selon I'une des revendications 15 a 22, caracterise 
en ce que le composant semiconducteur est encapsule dans un boitier (20). 

25. Dispositif selon la revendicatlon 24^ caracterise en ce que le 
25 composant semiconducteur comporte des contacts rentrants (21 ). 

26. Dispositif selon Tune des revendications 24 ou 25, caracterise 
en ce qu'un conducteur (22) de type Zebra est insere entre les contacts (21) 
et les conducteurs (2) du substrat (3), 

30 •■ - ■ 

27. Dispositif selon Tune des revendications 24 ou 25, caracterise 
en ce qu'un element compressible (26) est insere entre les contacts (25) et 
le boitier, les contacts (25) etant en contact direct avec les conducteurs. (2) 
du substrat (3), 

35 , 
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28. Dispositrf selon rune des revendications 15 a 27, caracterise 
en ce que le substrat (3) est une dalle de yerre. 
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